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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeidung (Ersatzblatter, die dem Anmeideamt auf eine 
' Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benclits "y^^P'^^S^^^^ 
elngereichfundsindilim nictit beigefugt, weil sie keine Anderungen entliaiten (Regain 70.16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

-|.14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

2-15 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 1 8.1 2.2003 mit Scfireiben vom 1 7.1 2.2003 

Zeichnungen, Blatter 

1,4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache. in der 
die intemationale Anmeidung eingereicht worden ist, zur VerfQgung Oder wurden in dieser eingereicht. sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Ver6ffentlichungssprache der Intemationalen Anmeidung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fiir die Zwecke der intemationalen vorlaufigen PrOfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeidung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale voriaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotoko|ls durchgefOhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeidung in schriftlicher Fomri enthalten Ist. 

□ zusamman mit der intemationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehSrde nachtiSglich in schriftlicher Fonm eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtrSglich in computerlesbarer Forni eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeidung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Fomn erfassten Infomnationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



internationaler vorlaufiger 
prOfungsbericht 



Internationales Aktenzeichen PCTA3E 02/04522 



eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(AufErsatzblattBr, die solchs Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 Nnzuweisen; sie sind dissem Bericht 
beizufugen.) 
6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: AnsprQche 5-10 
Nein: AnsprQche 1-4,11-15 
Ja: AnsprQche 
Nein: AnsprQche 1-15 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1 -15 

Nein: AnsprQche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wurde auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: WO-A-01 17030 
D2: US-B1 -6271 090 

2. D1 offenbart (s. Figuren 3A-3H und S. 8, Z. 4-21) eine nichtflQchtige Halbleiter- 
Speicherzelle mit einem Substrat (P-Sub), das ein Sourcegebiet, ein Dralngebiet 
und ein dazwischen liegendes Kanalgebiet aufweist, wobei im Wesentllchen an 
der Oberflache des Kanalgebiets eine erste Isolationsschicht (Gate Oxide), eine 
elektrisch nicht leitende Ladungsspeicherschiclit (SigNJ, eine zweite 
Isolationsschicht (SIO^) und eine elektrisch leitende Steuerschlcht (Poly 2 - Fig 
3H) ausgebildet sind, wobei die elektrisch nicht leitende Ladungsspeicherschicht 
(SigNJ zum Ausbilden eines ersten und eines zweiten Speicherorts eine 
Unterbrechung aufweist - s. Fig 3E. 

Der Anmelder 1st der Melnung, daB sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der 
aus D1 bekannten Speicherzelle dadurch unterscheidet, daB der erste und zweite 
Speicherort lokal begrenzt ist, wahrend die aus D1 bekannte 
Ladungsspeicherschicht unbegrenzt Ist und uber die Source-ZDraingebiete 
verlSuft. 

Der Begriff "lokal begrenzt" reicht jedoch nicht aus, irgendeinen Unterschied 
zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und der aus D1 bekannten 
Speicherzelle zum Ausdruck zu bringen. Daher offenbart D1 auch einen ersten 
und zweiten Speicherort, der auch lokal begrenzt ist. 

Der Gegenstand der Anspruche 1-4 Ist daher nicht neu (Art. 33(2) PCT). 

3. Das Dokument D2, das als nachstllegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart (vgl. Fig 3-9)) ein Verfahren, von dem sich der Gegenstand des An- 
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spruchs 5 im Wesentlichen nur dadurch unterscheidet, daB die 
Ladungsspeicherschicht eiektrisch nicht leitend ist. 

Diese Merkmale wurden jedoch schon fiir denselben Zweck bei einem ahnlichen 
Verfahren benutzl, vgl. dazu Dokument D1 , insbesondere Seite 1 , Z. 25 - Seite 2, 
Z. 2. Wenn der Fachmann den gleichen Zweck bei einem Verfahren gemaB dem 
Dokument D2 en-eiclien will, ist es ihm ohne weiteres mogllch, die Merkmale mit 
entsprechender WIrkung auch belm Gegensland von D2 anzuwenden. Auf dIese 
Welse wurde er ohne erfinderlsches Zutun zu einem Verfahren gemaB dem An- 
spruch 5 gelangen. Der Gegenstand des Anspmchs 5 beruht daher nIcht auf einer 
erflnderischen Tatigkelt (Artikel 33(3) PCT). 

Der Anmelder meint, daB D2 sich auf einen grundsatzlichen anderen Typ von 
nichtfluchtlger Halblelterspeicherzelle bezleht, und daher dem Fachmann keine 
Anregung geben konnte, die ihn zum Anmeldungsgegenstand hatte fuhren 
kdnnen. 

Dieses Argument ist jedoch nicht uberzeugend, da die durch eine Venwendung 
der nicht leitenden Ladungsspeicherschicht erreichten Vorteile schon aus D1 
bekannt sind. 

4. Die abhanglgen AnsprQche 6-15 enthalten keine Merkmale, die in Komblnation mit 
den Merkmalen Irgendeines Anspruchs, auf den sle sich beziehen, die 
Erfordemlsse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderlsche Tatlgkeit erfullen. 
Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Der Gegenstand der abhanglgen Anspruche 6-1 0 betrifft geringfuglge - 
Andemngen des Verfahrens nach Anspruch 5, die im Rahmen dessen liegt, was 
ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die 
damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem 
Gegenstand der Anspruche 6-10 keine erfinderlsche Tatigkelt zugrunde. 

Die Merkmale der abhanglgen Anspruche 11-15 sind schon aus D1 bekannt. 




Neuer Patehtarispruch 1 

1. Nichtfltichtige. Halbleiter-Speicherzelle mit 
einem Substrat (1), das ein Sourcegebiet (7), ein Draingebiet 
5 j[8) und ein dazwischen liegendes Kanalgebiet aufweist, wobei 
im Wesentlichen an der Oberfiache des Kanalgebiet s eine erste 
Isolationsschicht (2) , eine elektrisch nicht leitende. La- 
dungsspeicherschicht (3), eine zweite Isolationsschicht (4) 
und eine elektrisch leitende Steuerschicht (10) ausgebildet 
10 sind, und 

die elektrisch nicht leitende Ladungsspeicherschicht (3) ziam 
Ausbilden eines ersten und eines zweiten Speicherorts (LB, 
RB) eine Unterbrechung (D) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
15 der erste und zweite Speicherort (LB, RB) lokal begrenzt ist. 
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Applicant's or agent's file reference 
Inl221WO 



bitemational application No. 

PCT/DE2002/004522 



See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 



International filing date (day/month/year) 
10 December 2002 (10.12.2002) 



Priority date {day/monthfyear) 

15 January 2002 (15.01.2002) 



International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
HOIL 29/792,21/8246 



Applicant 



INFINEON TECHNOLOGIES AG 



1 , Tins international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the appUcant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of . 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the ^^^^^f^^;^^^ 

amend«l and are the basis for this report and/or sheets contaming rectifications made before this Authonty ^ee Kuie 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial appUcability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicabiUty; 
citations and explanations supportmg such statanent 

Certain documents cited 
Certain defects in flie mtemational application 
Certain observations on tiie mtemational plication 
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Date of submission of tiie demand 

26 July 2003 (26.07.2003) 


Date of completion of this report 

04 June 2004 (04.06.2004) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 

Facsimile No. i^— — ^— 


Authorized officer 
Telephone No. 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



IntemationaMPplication No. 

PCT/DE2002/004522 



L Basis of the report 



L With regard to the elements of the international application:' 
I [ the international application as originally filed 
the description: 



1-14 



, as originally filed 
, filed with the demand 



pages 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 



2-15 



, as originally filed 

, as amended (togetiier with any statement imder Article 19 

, filed with the demand 



pages 



..ffledwiththeletterof 17 December 2003 (17.12.2003) 



the drawings: 



1-4 



, as originally filed 
, filed witii the demand 



filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 
pages 



, as originally filed 

filed witti the demand 



, filed with the lettCT of 



2 With regard to the language, all the elements marked above were available .or furnished to this Authority in the language in which 
' ' the international application was filed, unless otherwise indicated whichis: ' 

ThJse elements wS^ available or fimiished to this Authority m the followmg language ^ wmcn is. 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
|~| the language of publication of the intemational application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation fiimished for the purposes of intemational preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the intemational application, the intemational 
preliminary examination was carried out on die basis of the sequence listing: 
[ I contained in the intemational application in written form. 
nH filed together with the intemational application in computer readable fomL 
j I furnished subsequently to this Authority in written form. 
I I furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ -nie statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure m the 
intemational application as filed has been furnished. 

□ The statement that the infomiation recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

4. O The amendments have resulted in the cancellation of: 

I the description, pages , 

I the claims, Nos. — 

1 the drawings, sheets/fig 

I r-l This report has been established as if (some of) the ainendmente had not been made since they have been considered to go 
1 5- LJ beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).* 

**7^yl^pLmemsheetcontah,ingsuchame»dn,e^ 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



5-10 



1-4, 11-15 



1-15 



1-15 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. This report makes reference to the following 
documents : 



Dl: WO-A-0117030 
D2: US-Bl-6271090 



2. Dl discloses (see figures 3A-3H and page 8, lines 4- 
21) a nonvolatile semiconductor memory cell having a 
substrate (P-Sub) that has a source region, a drain 
region and a channel region situated therebetween. A 
first insulating layer (gate oxide) , an electrically 
non- conductive charge storage layer (SiaNa) , a second 
insulating layer (SiOa) and an electrically 
conductive control layer (poly 2 - figure 3H) are 
foirmed substantially on the surface of the channel 
region, the electrically non- conductive charge 
storage layer (SiaNa) having an interruption to form 
a first and a second storage region (see figure 3E) . 

The applicant is of the opinion that the subject 
matter of claim 1 differs from the memory cell known 
from Dl in that the first and second storage regions 
are locally limited, whereas the charge storage layer 
known from Dl is unlimited and extends across the 
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source/drain regions - 



The words ^'locally limited" are not sufficient for 
making a distinction between the subject matter of 
claim 1 and the memory cell known from Dl. Dl 
therefore also discloses a first and a second storage 
region, which are also locally limited. 

The subject matter of claims 1 to 4 is therefore not 
novel (PCT Article 33(2)). 

3. D2, which is regarded as the closest prior art, 

discloses (see figures 3-9) a method from which the 
subject matter of claim 5 differs substantially only 
in that the charge storage layer is electrically non- 
conductive . 

This feature has, however, already been used for the 
same purpose in a similar method (see Dl, in 
particular page 1, line 25 to page 2, line 2) . If a 
person skilled in the art wished to fulfill the same 
purpose using a method according to D2, this person 
could readily apply this feature also to the subject 
matter of D2, thereby achieving a corresponding 
effect. In this manner, a person skilled in the art 
would arrive at a method according to claim 5, 
without thereby being inventive. The subject matter 
of claim 5 therefore does not involve an inventive 
step (PCT Article 33(3)). 

The applicant argued that D2 relates to a 
fundamentally different type of nonvolatile 
semiconductor memory cell and therefore could not 
have suggested anything that would have led the 
applicant to the subject matter of the application. 
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This argument is not convincing, however, because the 
advantages achieved by the use of the nonconductive 
charge storage layer are already known from Dl. 

4 . Dependent claims 6 to 15 do not contain any features 
which, in combination with the features of any claim 
to which they refer, meet the PCT requirements with 
regard to novelty and inventive step. The reasons for 
this are as follows: 

The subject matter of dependent claims 6 to 10 
concerns minor modifications of the method according 
to claim 5 which are of the kind that a person 
skilled in the art routinely makes on the basis of 
familiar considerations, especially since the 
resulting advantages are readily foreseeable. The 
subject matter of claims 6 to 10 therefore does not 
involve an inventive step. 

The features of dependent claims 11 to 15 are known 
from Dl, 
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New Patent Claim 

1. Nonvolatile semiconductor memory cell having 
a substrate (1), which has a source region (7),, a drain 
region (8) and a channel region lying in between, a 
first insulation layer (2). an electrically non- 
conductive charge storage layer (3), a second 
insulation layer (4) and an electrically conductive 
control layer (10) being formed essentially at the 
surface of the channel region, and 

the electrically non- conductive charge storage layer 
(3) having an interruption (U) in order to form a first 
and a second memory location (LB. RB) , 
characterized in that 

the first and second memory locations (LB, RB) are 
locally delimited. 
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